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P atentkrayv

1.
En PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm-dannende sammensetning brukt til & danne
en PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm, hvilken sammensetning innbefatter:

en PZT-forlgper;

en diol;

en av polyvinyl pyrrolidoner og en polyetylen glykol;

vann; og

en linjser monoalkohol, med 6 til 12 karbonkjeder,

en konsentrasjon av PZT-forlgperen i 100 masse-% av sammensetning er
17 masse-% til 35 masse-% med hensyn til oksider,

et forhold av diol til 100 masse-% av sammensetningen er 16 masse-% til
56 masse-%,

et forhold av en av polyvinyl pyrrolidonene og polyetylen glykolen til 1 mol
av PZT-forlgperen er 0,01 mol til 0,25 mol,

et forhold av vann til 1 mol av PZT-forlgperen er 0,5 mol til 3 mol, og

et forhold av den linjeere monoalkoholen til 100 masse-% av

sammensetningen er 0,6 masse-% til 10 masse-%.

2.
Fremgangsmate for fremstilling av en PZT-ferroelektrisk tynnfilm-dannende
sammensetning, hvilken fremgangsmate innbefatter:

et trinn med blanding av en PZT-forlgper som har en konsentrasjon pa 17
masse-% til 25 masse-% med hensyn til oksider i 100 masse-% av
sammensetningen, en diol som har et forhold pa 16 masse-% til 56 masse-%
med hensyn til 100 masse-% av blandingen, og vann som har et forhold pa 0,5
mol til 3 mol med hensyn til 1 mol av PZT-forlgperen, for & reagere med
hverandre for & fremstille en syntetisk lgsning;

et trinn med a refluksere den syntetiske lgsningen ved en temperatur pa
130 °Ctil 175 °Ci 0,5 til 3 timer;

et trinn med a tilsette en linjaer monoalkohol med 6 til 12 karbon kjeder,

som har et forhold pa 0,6 masse-% til 10 masse-% med hensyn til 100 masse-%
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av sammensetningen, til den reflukserte syntetiske lgsningen for a fremstille en
sol-gel lgsning;

et trinn med re-refluksering av sol-gel lgzsningen ved en temperatur pa 100
°C til 175 °C i 0,5 timer til 10 timer; og

et trinn med a tilsette en av polyvinyl pyrrolidoner og en polyetylen glykol.
Som har et forhold pa 0,01 mol til 0,25 mol med hensyn til 1 mol av PZT-
forlaperen, til den re-reflukserte sol-gel lasningen for a bli jevnt dispergert i sol-

gel lgsningen.

3.
PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm-dannende sammensetning i henhold til krav 1,

hvor diolen er en av propylen glykol og en etylen glykol.

4.
Fremgangsmate for fremstilling av en PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm-
dannende sammensetning i henhold til krav 2, hvor diolen er en av en propylen

glykol og en etylen glykol.

5.
Fremgangsmate for fremstilling av en PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm, hvilken
fremgangsmate innbefatter:

belegge den PZT-baserte ferroelektriske tynnfilm-dannende
sammensetningen i henhold til krav 1 eller en PZT-basert ferroelektrisk
tynnfilmdannende sammensetning fremstilt ved bruk av fremgangsmaten i
henhold til krav 2 pa en nedre elektrode pa et substrat;

for-bake sammensetningen; og

bake sammensetning som skal krystalliseres og danne en tynnfilm pa den

nedre elektroden.

6.
En kompleks elektronisk komponent innbefattende:
en PZT-basert ferroelektrisk tynnfilm som er dannet ved bruk av

fremgangsmaten i henhold til krav,
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hvor den komplekse elektroniske komponenten er en av en tynnfilm-
kondensator, en kondensator, en IPD, en DRAM minne-kondensator, en laminert
kondensator, en gate isolator til en transistor, et ikke-flyktig minne, et
pyroelektrisk infrargdt deteksjonselement, et piezoelektrisk element, et elektro-
optisk element, en aktuator, en resonator, en ultralyd motor, og et LC stayfilter-

element.



